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パワー半導体の世界市場を調査 

 

■パワー半導体 １１年：１兆８,６４９億円  ⇒ ２０年：２兆９,６６１億円（１１年比１５９％） 

■うち次世代パワー半導体 １１年：６３億円 ⇒ ２０年：１,７４０億円（１１年比２,７６２％） 

 

 

総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 阿部 界 

03-3664-5811）は、２０１２年５月から８月にかけて、パワー半導体と構成部材及び製造装置、パワー半導体が採

用されているアプリケーション機器の世界市場を調査した。 

その結果を報告書「２０１２年版 次世代パワーデバイス＆パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」にまとめ

た。 

様々な機器において電力損失を抑え最適な制御を実現するパワー半導体は、省エネルギー・環境負荷低減社会を

支えるキーデバイスとして注目されている。さらに、ＳｉＣ（炭化ケイ素）系やＧａＮ（窒化ガリウム）系をはじ

めとした次世代パワー半導体は、従来のパワー半導体の限界性能を打ち破ることから期待されている。次世代パワ

ー半導体は、サンプル出荷の段階から実用化・量産化に向けて軸足を移しつつある。 

この調査では、パワー半導体１６品目とその構成部材７品目、製造装置１４品目に加えて、パワー半導体が採用

されているアプリケーション機器３３品目の各市場について、現状を分析し今後を予測した。 

 

 

＜調査結果の概要＞ 

１．パワー半導体 

２０１１年 ２０２０年予測 ２０/１１年 

１兆８,６４９億円 ２兆９,６６１億円 １５９.０％ 

パワー半導体は、従来からあるシリコン系と次世代パワー半導体であるＳｉＣ系、ＧａＮ系、ダイヤモンド系、

酸化ガリウム系に分類される。現状では、市場の大半をシリコン系が占めている。 

シリコン系の主な用途先である民生用機器の需要が低迷していることに加えて、欧州の金融不安や中国の内需鈍

化が影響し、２０１１年の市場は前年を下回る１兆８,６４９億円となった。 

シリコン系で今後の高成長が見込まれる品目は、産業用途や新エネルギー用途におけるＩＧＢＴモジュールや、

民生機器用途におけるインテリジェントパワーモジュールである。また、次世代パワー半導体で市場が立ち上がっ

ているのはＳｉＣ系である。現状では情報通信用途が中心となっているが、今後は自動車・電装用途の拡大が期待

される。 

パワー半導体市場は、２０１２年はシリコン系の不振が影響するものの、２０１３年以降に復調していく見通し

である。また、次世代パワー半導体でもＳｉＣ系の本格的な展開とＧａＮ系の立ち上がりが予想されることから、

２０２０年には３兆円近くまで拡大すると予測される。 

 

２．構成部材 

２０１１年 ２０２０年予測 ２０/１１年 

１,２００億円 ３,２８０億円 ２７３.３％ 

パワー半導体市場と連動して、その構成部材市場も拡大していく見通しである。２０１１年は１,２００億円だ

った市場は、２０２０年には２０１１年比２.７倍の３,２８０億円が予測される。 

シリコン系向けは従来から使用されてきた部材で対応可能なため、今後も大きな変化はないと考えられる。次世

代パワー半導体向けとシリコン系向けとは現在のところ使用する部材は同じであるが、素子接合材 、封止材料、

ボンディングワイヤにおいては、次世代パワー半導体向けに耐熱性、熱伝導性、高電圧・大電流への対応が強化さ
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れている。また、２０１５年以降に新規材料の市場も立ち上がると考えられる。 

 

３．製造装置 

２０１１年 ２０２０年予測 ２０/１１年 

１,４４０億円 ４,０８５億円 ２８３.７％ 

パワー半導体製造の前工程では、従来から使用されていた半導体製造装置の転用や中古を使用するケースが多く、

また、後工程でもダイボンダ、ワイヤボンダ、電気テスタ装置を除いてパワー半導体専用の装置は見られない。 

一方、次世代パワー半導体向けにはＳｉＣ系向け装置が展開されており、ＳｉＣ系パワー半導体が拡大する２０

１３～２０１５年にかけて市場が拡大すると考えられる。ＧａＮ系向け装置については、ＭＯＣＶＤ（Metal 

Organic Vapor Deposition：有機金属気相成長法）のみ展開されており既存装置の転用が一般的であるが、ＧａＮ

系パワー半導体の普及によっては専用装置が開発されていくと考えられる。 

２０１１年は１,４４０億円だった市場は、２０２０年には２０１１年比２.８倍の４,０８５億円が予測される。 

 

 

＜注目市場＞ 

１．次世代パワー半導体 

摘 要 ２０１１年 ２０２０年予測 ２０/１１年 

次世代ﾊﾟﾜｰ半導体 ６３億円 １,７４０億円 ２,７６１.９％ 

 ＳｉＣ系 ６３億円 ８６０億円 １,３６５.１％ 

ＧａＮ系 僅少 ８８０億円 － 

１）ＳｉＣ系（ＳｉＣ－ＳＢＤ、ＳｉＣ－ＦＥＴ） 

ＳｉＣ系次世代パワー半導体市場は、２０１１年に前年比１０.５％増の６３億円となった。２０１２年も、Ｓ

ｉＣ－ＳＢＤとシリコン系デバイスを搭載したハイブリッド型モジュール、ＳｉＣ系のスイッチング素子を搭載し

たフルＳｉＣモジュールのサンプル出荷といった動きが見られており、引き続き拡大が見込まれる。大口径化基板

の採用が本格化することで低コスト化が期待されることから、ウェーハメーカーやデバイスメーカーにおける設備

投資が活発化していく見通しである。２０２０年の市場は、２０１１年比１３.７倍の８６０億円が予測される。 

２）ＧａＮ系 

ＧａＮ系次世代パワー半導体は２０１２年に日系メーカーで量産化が進み、市場が形成される見通しである。シ

リコンなどの異種基板を利用したデバイス開発が主流になっており、シリコン基板の大口径化と低価格化が進んで

いくとみられる。既存の生産設備が利用できるため、量産化による低コスト化が期待される。高耐圧化への対応も

進んでおり、２０２０年の市場はＳｉＣ系を上回る８８０億円が予測される。 

 

２．素子接合材 

摘 要 ２０１１年 ２０２０年予測 ２０/１１年 

焼結タイプ 僅少 ５８億円 － 

ペースト材タイプ １９９億円 ３２９億円 １６５.３％ 

はんだ ９７億円 １１５億円 １１８.６％ 

素子接合材は半導体チップなどとセラミック基板やリードフレームの接着に使用される。焼結（焼結接合）タイ

プ、銀や銅を原料とするペースト材タイプ、はんだの３種類の素材が主に採用されている。 

１）焼結タイプ 

焼結タイプは研究開発段階にありまだ市場は形成されていないが、ＳｉＣ系を中心とした次世代パワー半導体へ

の採用が期待されている。２０１５年以降に市場が立ち上がる見通しである。 

２）ペースト材タイプ 

ペースト材タイプは原料である銀の価格変動の影響を受けやすい。近年は銀の価格が高騰していることや、デバ

イスの小型化が進展しており材料の使用量が減少していることから、数量ベースより金額ベースの市場の伸びが大

きい。モジュールなどにペースト材タイプを採用することで性能が向上することや、はんだ代替として使用される

ことから、今後も堅調に市場が拡大していく見通しである。 

３）はんだ 

はんだは広く普及・採用されていることから一定の需要があり、市場は堅調に推移している。鉛フリーはんだに

よる環境対策を行っているものの、はんだ代替となる素材が模索されている。ペースト材タイプも代替として使用
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されており、はんだ市場の減少要因になると考えられる。 

 

３．ＧａＮ向けＭＯＣＶＤ 

２０１１年 ２０２０年予測 ２０/１１年 

８０億円 ２９６億円 ３７０.０％ 

ＭＯＣＶＤは、化合物半導体への窒化物単結晶多層膜の形成を目的とした装置である。パワー半導体向けはＬＥ

Ｄ向けに続くアプリケーションとして期待される。 

２０１１年は景気悪化の影響を受けて市場の伸びが鈍化したことから、市場は前年比６.７％増の８０億円とな

った。２０１２年も同様と見込まれるが、２０１３年以降は二桁成長が続く見通しである。２０２０年には２０１

１年比３.７倍の２９６億円が予測される。ＬＥＤ向けのＭＯＣＶＤ装置（本項対象外）ではＧａＮが量産体制に

あり、パワー半導体においても台頭していくという見方もある。 

 

 

＜調査対象＞ 

パワーデバイス（パワー半導体） 

整流ダイオード 、ＳＢＤ（ショットキー・バリア・ダイオード） 、ＦＲＤ（ファースト・リカバリー・ダイオ

ード）、バイポーラパワートランジスタ、低耐圧パワーＭＯＳＦＥＴ、高耐圧パワーＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴデ

ィスクリート 、サイリスタ・トライアック、ＩＧＢＴモジュール、インテリジェントパワーモジュール、パワ

ーＩＣ、【次世代パワー半導体】ＳｉＣ－ＳＢＤ、ＳｉＣ－ＦＥＴ、ＧａＮ系パワーデバイス 、ダイヤモンド系

パワーデバイス、酸化ガリウム系パワーデバイス 

パワーデバイス構成部材 

ＳｉＣウェーハ 、ＧａＮウェーハ、素子接合材 、リードフレーム用条材、ボンディングワイヤ、封止材料、絶

縁基板 

パワーデバイス製造装置 

エピ膜成長装置 、ＧａＮ向けＭＯＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、ドライエッチング装置、イオン注入装置、熱処理

装置、アニール装置、ウェーハ表面検査装置、バックグラインダ、ダイシング装置、チップ外観検査装置、ダ

イボンダ、ワイヤボンダ、電気テスタ装置 

パワーエレクトロニクス機器 

冷蔵庫 、洗濯機、ルームエアコン、ＩＨクッキングヒータ、炊飯器、電子レンジ、蛍光灯器具、スマートフォ

ン、ノートＰＣ、タブレット端末、液晶テレビ、プラズマテレビ、サーバ、無線基地局、ＵＰＳ（小容量）、Ｕ

ＰＳ（中・大容量）、ＨＥＶ駆動用インバータ、ＰＨＥＶ駆動用インバータ、ＥＶ駆動用インバータ、ＦＣＶ駆

動用インバータ、エコカー用ＤＣ－ＤＣコンバータ、電動パワーステアリング、アイドリングストップシステ

ム、急速充電スタンド、普通充電スタンド 、鉄道車両、太陽光発電用パワーコンディショナ、風力発電用パワ

ーコンディショナ、燃料電池用パワーコンディショナ（家庭用）  、汎用インバータ、ＡＣサーボドライバ、エ

レベータ、クレーン  

 

＜調査方法＞富士経済専門調査員による対象企業及び関連企業・団体等へのヒアリング調査 

 

＜調査期間＞２０１２年５月～８月 

以上 

資料タイトル ：「２０１２年版 次世代パワーデバイス＆パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」 

体   裁  ：Ａ４判   ３２７頁 

価   格  ：１００,０００円 （税込み１０５,０００円） 
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